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The paper presents one of the methods of growing a single crystal of a topological 

insulator Bi2Se3 with a detailed description of the conditions for the preparation of precursors, 

as well as the selection of temperatures for its cultivation. 

 

Топологический изолятор, в объеме материала, представляет собой 

диэлектрик или полупроводник, а на его поверхности возникает особое 

квантовое состояние электронов, что делает носители заряда «топологически 

защищенными» от рассеяния. Металлические поверхностные состояния 

топологического изолятора определяют нетривиальную топологию зонной 

структуры [1]. Типичным представителем топологического изолятора является 

соединение Bi2Se3.  

Монокристаллы топологического изолятора Bi2Se3 были выращены методом 

Бриджмена-Стокбаргера. Компоненты Bi, Se брали в стехиометрическом 

соотношении 2:3, затем эти компоненты смешивали и помещали в кварцевую 

ампулу. Ампулу вакуумировали до давления 10-4 атм. и запаивали. Затем ампулу 

нагревали до 850oС и выдерживали в течение 30 часов. На втором этапе 

полученные компоненты измельчали и снова помещали в кварцевую ампулу с 

удлиненным острым кончиком, покрытую изнутри слоем графита. Ампулу 

вакуумировали до остаточного давления ~10-4 атм., запаивали и помещали в печь 

с большим градиентом температуры около 50 град/см. Затем ампулу нагревали 

до температуры около 750oС до полного расплавления исходных компонентов. 

Ампулу выдерживали 2 часа, а затем медленно, со скоростью ~3 мм/ч, опускали 

в холодную зону печи. Выращенные в ходе этого процесса монокристаллы имели 

цилиндрическую форму с острой вершиной, размеры ~5–7 мм в диаметре и ~10–

20 мм в длину (см. фото на вставке Рис. 1). Образцы скалывали из нижней 

(заостренной) части монокристалла. Кристаллическую структуру и химический 

состав выращенных монокристаллов изучали методами рентгеноструктурного 

анализа и сканирующей электронной микроскопии в ЦКП ИФМ УрО РАН  

«Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов».  
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Рис. 1. Фрагмент дифрактограммы естественного скола монокристалла Bi2Se3, на 

вставке – фото монокристалла Bi2Se3 и его скола 
 

Монокристаллы Bi2Se3 имеют ромбоэдрическую структуру 

(пространственная группа R-3m); параметры элементарной ячейки: a = 4.134 Å, 

c = 28.68 Å. Химический состав монокристалла - Bi2.01Se2.99, близок к 

стехиометрическому.  

 После проведения аттестации, на монокристалле были проведены 

измерения температурных зависимостей электросопротивления и коэффициента 

Холла. 
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